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内容概要

　　《微电子概论（第2版）》系普通高等教育&ldquo;十一五&rdquo;国家级规划教材。
《微电子概论（第2版）》共6章，以硅集成电路为中心，重点介绍半导体集成器件物理基础、集成电
路制造基本工艺及其发展、集成电路设计和微电子系统设计、集成电路计算机辅助设计（CAD）。
　　《微电子概论（第2版）》适用于非微电子专业的电子信息科学类和电气信息类的本科生和研究
生的教材，也可供从事线路和系统集成化工作的技术人员参考，特别是对于将要从事集成化工作的非
微电子专业毕业的工程技术人员，《微电子概论（第2版）》更是一本合适的入门教材。
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